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We have developed a mathematical model able to predict the dependence of the current density, j0, in the dc limit, on the thickness of a photoactive semiconductor layer, d, in contact with an electrolyte. The model considers the application of an external bias. The theoretical analysis has been done by means of a diffusive model, where the excess of charges moves by diffusion in the presence of a generation term, due to the incident light, and a recombination term, proportional to the excess of charge carriers. We show that a non-monotonic dependence of j0 vs. d is expected. For small d, the photocurrent density is proportional to d and the proportionality constant is related to both the attenuation of the light in the photoactive semiconductor layer and to the applied potential. In the opposite limit of large d, the current tends to a constant value that is dependent on both the light intensity and the applied bias. Our theoretical predictions are in qualitative agreement with the experimental data reported in literature for BiVO4 films. © 2017 Elsevier B.V.
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				We have developed a mathematical model able to predict the dependence of the current density, j0, in the dc limit, on the thickness of a photoactive semiconductor layer, d, in contact with an electrolyte. The model considers the application of an external bias. The theoretical analysis has been done by means of a diffusive model, where the excess of charges moves by diffusion in the presence of a generation term, due to the incident light, and a recombination term, proportional to the excess of charge carriers. We show that a non-monotonic dependence of j0 vs. d is expected. For small d, the photocurrent density is proportional to d and the proportionality constant is related to both the attenuation of the light in the photoactive semiconductor layer and to the applied potential. In the opposite limit of large d, the current tends to a constant value that is dependent on both the light intensity and the applied bias. Our theoretical predictions are in qualitative agreement with the experimental data reported in literature for BiVO4 films. © 2017 Elsevier B.V.
			
		

	
		
		
	Scheda breve
	Scheda completa
	Scheda completa (DC)
	
	[image: SFX Query]


		
		
			
				

















































	
	
	




















	
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						
						



























	
	
	Anno del prodotto
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			2017
		
		
		
		
	



					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						
						



























	
	
	Codice DOI
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			https://dx.doi.org/10.1016/j.jelechem.2017.01.069
		
		
		
		
	



					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
			
			
			
				
					
						
						



























	
	
	Titolo della Rivista
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY
		
		
		
		
	



					
				
				
			
		
	
		
		
		
		
		
		
	
	
	
		
		



























	
	
	Appare nelle tipologie
	
	
    	
        
        	
			
        
    
	
	


	
		
			
			1.1 Articolo in rivista
		
		
		
		
	



	






			

		

	


	


	
		























		File in questo prodotto:



	
	
	
	
	
	
    
	
	
	
	
	
	
		
			
				
			
		
		
	
	
	
	
		
		
				File	Dimensione	Formato	 
	
									
										
										
										
										
											
												
												
												    
												
											
										
									
									
										
										
											Post print after profs (JEAC_Saracco'17).pdf
										
																				
									
										
											Open Access dal 04/02/2019

										
										
									
									
										
											Descrizione: Post-print after peer-review & proofs
										

									
									
									
										
											Tipologia:
											2. Post-print / Author's Accepted Manuscript
										

									
									
									
										
											Licenza:
											
											
												Creative commons
												
												
													
													
													
												
												
											
										

									
									
										Dimensione
										516.28 kB
									

									
										Formato
										Adobe PDF
									

										
										
											Visualizza/Apri
										

									516.28 kB	Adobe PDF	
									
									Visualizza/Apri
								


		
	





	
	
	









	
		
			
			
			



















	
		
		
	
	
	
	


	Pubblicazioni consigliate


	
		
		
			
				
				
				

			
			

		
	
	




			
		
	

	
		
		
			
			
				I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

			
		
	




	






















	

	
		
			
		    	
			      	 Informazioni
			    

			    
			    	
			        	










	
		
		
			
			Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11583/2667270
			
		
	
	
	

			      	

			    

			

		

	


	
	
	
		
			
			
				





















	
	 Attenzione

	
	










	
		
		
			
			
			Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

		
	
	
	



			
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
	
	
		
		
	
	
	
	
	





    


























	
		
			
				
					
						Conferma cancellazione
						
					
				

				
					
				
			

			
				Sei sicuro che questo prodotto debba essere cancellato?

			

			
				
					
						
							
							Chiudi
						
					
				
				
				
						
						
							Elimina
							
						
					
				
			

		

	




	
    
    
				





	
		
			
				
					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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